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PRESENTACION

Las presentes practicas de laboratorio fueron desarrolladas en apego al
programa de la Unidad de Aprendizaje de Electrénica Digital, con la
finalidad de que los alumnos puedan poner en practica los
conocimientos tedricos que se van adquiriendo a lo largo del curso. Esta
Unidad de Aprendizaje consta de la siguiente estructura:

1.- Analizar y comprender la teoria del comportamiento del FET en
corriente directa.

2.- Analizar, plantear, diseflar y construir circuitos basicos y especiales
con FET para su aplicacion en diferentes contextos.

3.- Disenar, resolver y construir circuitos comparadores con el
amplificador operacional y retroalimentacién negativa.

4.- Conocer el funcionamiento y aplicaciones de los ADC y los DAC.

Este manual consta de 6 practicas, cuya complejidad es acorde al tema
gue abarca. En este sentido la practica 1 es la mas sencilla y no esta
contemplada en ninguna unidad, pero sirve para repasar las mediciones
de corriente, voltaje y resistencia de circuitos en serie y en paralelo.
Cabe sefalar que las practicas 2 y 3, pertenecen al tema 1.6.- Analisis
en CD y polarizaciones para JFET: Polarizacién Fija, Autopolarizacién,
Polarizacién por divisor de voltaje. La practica 4, pertenece al tema 2.3.-
Amplificadores de una etapa con JFET Y MOSFET: Amplificadores en
fuente comun. La practica 5, pertenece al tema 2.5.- Circuitos CMOS. Y
por ultimo la practica 6, no estd contemplada en ninguna unidad, pero
sirve de utilidad para Unidades de Aprendizajes consecuentes, ya que el
titulo de esta Unidad de Aprendizaje es Electrénica Digital y las
compuertas ldgicas presentadas en esta practica no son mas que
circuitos digitales.

Cada practica consta de objetivos, introduccidon, material y equipo a

utilizar, duracién, desarrollo y evaluacion.
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PRACTICA 1

CIRCUITOS EN SERIE Y PARALELO CON MEDICIONES
BASICAS

o~

~~ OBJETIVOS:

Conocer la resistencia, el voltaje y la intensidad de corriente de un
circuito en serie y de uno en paralelo.

Aprender a construir circuitos en serie y en paralelo en el protoboard.
Calcular los valores de resistencia, voltaje e intensidad de corriente de
los circuitos anteriores, de la forma matematica y utilizando el
multimetro.

!"-" INTRODUCCION:

Un circuito eléctrico estd compuesto normalmente por un conjunto de
elementos activos que generan energia eléctrica (por ejemplo baterias,
gue convierten la energia de tipo quimico en eléctrica) y de elementos
pasivos que consumen dicha energia (por ejemplo resistencias,
capacitores, bobinas que convierten la energia eléctrica en calor, por
efecto Joule) conectados entre si.

Un multimetro, es un instrumento eléctrico portatil para medir
directamente magnitudes eléctricas activas como corrientes y tensiones
0 pasivas como resistencias, capacitores y otras. Las medidas pueden
realizarse para corriente continua o alterna y en varios margenes de
medida cada una.

Circuito Serie: Es aquel en el que el terminal de salida de un
dispositivo se conecta a la terminal de entrada del dispositivo siguiente.
Es aquel circuito en el que la corriente eléctrica solo tiene un solo
camino para llegar al punto de partida, sin importar los elementos
intermedios. En el caso concreto de solo arreglos de resistencias la
corriente eléctrica es la misma en todos los puntos del circuito.

Circuito Paralelo: Es aquel en el que los terminales de entrada de sus
componentes estan conectados entre si, lo mismo ocurre con los
terminales de salida. Es aquel circuito en el que la corriente eléctrica se
bifurca en cada nodo. Su caracteristica mas importante es el hecho de
que el potencial en cada elemento del circuito tiene el mismo valor.
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La Ley de Ohm nos dice que el flujo de corriente que circula por un
circuito eléctrico cerrado, es directamente proporcional a la tensién o
voltaje aplicado, e inversamente proporcional a la resistencia de la carga
gue tiene conectada. Su férmula es la siguiente:

1=V
R
Donde:
| = Corriente (A) A

V = Voltaje (V) |
R = Resistencia (Q) ‘

La Figura 1.1, nos muestra un circuito basico 15/ == T:{ []
alimentado por un voltaje con una resistencia en
donde circula una corriente eléctrica. i |
I=V=15V = 0.0015A=15mA

R 1KQ

— A

Figura 1.1 Circuito basico.

ﬁMATERIAL Y EQUIPO A UTILIZAR:
Para la realizacibn de esta practica son necesarios los siguientes
componentes:
Equipo:

e Protoboard, resistencias de diferentes valores, alambre de

centro sélido del nimero 18 o0 20 y regulador DC.

e Multimetro y Fuente de Alimentacién DC o bateria de 9 V.
Material:

e Lapiz o Boligrafo.

e Calculadora.

e Practica impresa.

@DURACK’)N:
¢ 60 minutos.

‘*’DESARROLLO:

Lo primero serd calcular la resistencia total. Esta resistencia total
también se llama equivalente. Construyan el circuito de la Figura 1.2,
para posteriormente obtener la corriente que circula por cada uno de los
elementos del circuito y finalmente el voltaje de cada uno de los
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elementos, el cual les servird para obtener el voltaje total. Los célculos
se efectuaran utilizando la Ley de Ohm.

V:9V

R:: 100 Q b A

R.: 18 Q
R3: 3.9 Q

Figura 1.2 Circuito en

—
R,

— R-
Rz

e I
serie.

Del circuito de la Figura 1.3, deberdn efectuar los calculos anteriores,
pero el calculo de la corriente de cada uno de los elementos del circuito

les servira para obtener la co

rriente total.

- =1 -5
V: 15V
R:: 1.5 KQ
R,: 820 Q
Rs: 12 KQ x
. I1 . 2 I
e v Ry ==__ W Ry ~—_ W3 R
— — ==
s 4
| |

Figura 1.3 Circuito en paralelo.

Del circuito de la Figura 1.4, deberan efectuar los célculos anteriores.

V: 4.5V —] —] —

R;: 2.2 KQ — K R

R,: 180 O ]

R3;: 39 Q K1 | |

R4: 560 Q R4

Rs: 5.1 KQ Rs

Re: 33 KQ — 1

R,: 18 Q 45V

7 R | R

—L__— |

Contesta lo siguiente:

Figura 1.4 Circuito mixto.

1.- éPor qué se dice que el amperimetro se conecta en serie?

Tel. (55)59714940 y 59787577

2.- ¢Por qué se dice que el voltimetro se conecta en paralelo?
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3.- {Cudles son las diferencias que existen entre circuitos conectados en
serie y en paralelo?

PRACTICA 2

POLARIZACION FIJA DEL JFET

)

23 OBJETIVOS:

Mediante el analisis matematico y de simulaciéon, familiarizar al
estudiante con el comportamiento del transistor JFET en corriente
directa.

r: INTRODUCCION:
El transistor FET es un dispositivo controlado por voltaje y la corriente Ip
esta en funcion del voltaje Ves aplicado a la entrada.

La construccion basica del JFET canal N se muestra en la Figura 2.1. La
mayor parte de la estructura es de material tipo N que forma el canal
entre las capas interiores del material tipo P.

Dremaje

Cantactas
dhmices.

Compuerta (|

Regidn de Regidn de

agetamienta agatamienta
Fuente (5)
Figura 2.1 Construccién basica del JFET canal N.

El voltaje de la compuerta Vss es el voltaje que controla al JFET. El JFET
es frecuentemente utilizado como interruptor.
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ﬁﬁMATERIAL Y EQUIPO A UTILIZAR:
Para la realizacion de esta practica son necesarios los siguientes
componentes:
Software:
e SPICE, LTspice o Proteus.
Material:
e Lapiz o Boligrafo.
e Calculadora.
e Préctica impresa.

@DURAG()N:
e 45 minutos.

%!%DESARROLLO:

Armar el circuito de la Figura 2.2 y calcular Vegsq, Ibq, Vbs, Vb, Ve, Vs por el
método matematico y por medio de un simulador de circuitos (Anexar
pantallas con explicacién).

V2
12V
R1
1K
JFET
R2 2N541
1M
VA1
AV

Figura 2.2 Circuito del JFET de canal N de polarizacién fija.
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PRACTICA 3

CURVA I, CONTRA Vss, AUTO POLARIZACION Y DIVISOR
DE VOLTAJE

o

~~ OBJETIVOS:

En esta practica se pretende construir el circuito que esta disefiado para
obtener la curva de la Ip contra el Vgs.

Fo INTRODUCCION:

La polarizacién del JFET se realiza mediante tensién continua y consiste
en prepararlo para que en un circuito, en el cual se le quiere utilizar, a
través del JFET circule una cantidad de corriente Ip por el drenaje, y a su
vez se obtenga una tensién entre el drenaje y la fuente Vps para esa
cantidad de corriente Ip, a esto se le llama obtener el punto de operacién
o punto Q. La corriente Ip va depender de la tensidn compuerta fuente
Ves que exista en la malla de entrada, la Vps dependerd de la malla de
salida del circuito.

En este tipo de polarizacion solamente se necesita una fuente de
alimentacién, en la Figura 3.1 se muestra este tipo de arreglo para un
JFET de canal N, es muy similar para el caso del JFET de canal P, con la
diferencia de que hay que invertir las polaridades.
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RD ED
ID=I5 § Malla de

D salida

1G=0 /—\ k_\
IN VDS

| IDss o
VG5corte 7

.
IR

5

RG Ve _7
S

Malla de RS I5
entrada %‘L

Entrada J; Salida
Figura 3.1 Configuracién de auto polarizacién del circuito JFET de canal N.

Z&MATERIAL Y EQUIPO A UTILIZAR:

Para la realizacion de esta préactica son necesarios los siguientes
componentes:

Equipo:

e Protoboard, transistor 2N5457, resistencias de diferentes
valores, alambre de centro sélido del nimero 18 o 20 y
regulador DC.

e Multimetro y Fuente de Alimentacién DC o bateria de 9 V.

Software:
e SPICE, LTspice o Proteus.
Material:

e Lapiz o Boligrafo.

e (Calculadora.

e Practica impresa.

@DURACK)N:

¢ 90 minutos.
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‘*’DESARROLLO:
Construyan de forma fisica y utilizando un simulador de circuitos, las
redes de las Figuras 3.2 y 3.3, pero antes contesten las siguientes
preguntas:
1. Forma de la curva Ip contra Ves.
2. Forma de la curva |p contra Vps.
3. {Qué es el voltaje de corte de compuerta a fuente (Vgs(0off))?
4. iQué es el voltaje de estrangulaciéon (Ve)?
Consideren los siguientes aspectos:
a) El Vgs es variable.
b) Llenen la Tabla 3.1 y grafiquen para la Figura 3.2.
VLU 9V

X
VDD |
et 2
e
g ¢ Q1A
gy " 2ns4
il
Vas .
—nav
—T0r
. _

Figura 3.2 Circuito deIJ_FET de canal N para obtener la curva Ip contra Vgs.

Vs -1.8 [-16 |-14 |-1.2 |-1.0 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.0
Io
Tabla 3.1 Valores del circuito del JFET de canal N para obtener la curva Ip contra Vgs.
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WLy owr

Em
I

Q1A
[ 2Nsas

(W8]

2
-RG RS

0 0
- i

T:igura 3.3 Circuito de auto polarizacién del JFET de canal N. Nota: Rg es de 10 MQ.

De la Figura 3.3, obtenga lo siguiente:

a) Caélculos.

b) Grafica.

c) Valores de las resistencias.

d) Mida los voltajes en las terminales de compuerta, fuente y drenaje.

e) Modifique el circuito anterior, polarizandolo por medio de Divisor de
Voltaje y realice los célculos.

PRACTICA 4

TRANSISTOR JFET COMO AMPLIFICADOR
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=

~~ OBJETIVOS:

En esta practica se pretende dar una visién general del transistor de
efecto de campo de unién, estudiar sus parametros caracteristicos y sus
zonas de funcionamiento; y finalmente, utilizarlo en una configuracién
de amplificador para poder analizar las ventajas e inconvenientes que
presentan frente a los transistores bipolares.

!"-" INTRODUCCION:

En general, existen dos tipos de transistores de efecto de campo (FET),
utilizados en circuitos integrados analdgicos: el transistor FET de unién
(JFET) y el transistor FET de uniéon metal - 6éxido - semiconductor
(MOSFET). Los circuitos electrénicos que utilizan transistores FETs son
generalmente mas costosos que sus analogos bipolares, sin embargo,
presentan una serie de caracteristicas que mejoran sus prestaciones y
gue justifican su utilizaciéon, como por ejemplo, el hecho de que
presenten unas altas impedancias de entrada.

Esta practica se centrard en la caracterizacién y utilizacién como
amplificador del JFET.

Un transistor JFET es un dispositivo de tres terminales: compuerta (G),
fuente (S) y drenaje (D). La compuerta es el electrodo de control y el
voltaje aplicado a ésta modula o controla la corriente eléctrica que
circula entre la fuente y el drenaje. El semiconductor que une los
terminales de fuente y drenaje constituye lo que se conoce como canal
del dispositivo, y en funcién de que éste sea tipo P o tipo N, dara lugar a
transistores JFET de canal P o JFET de canal N, respectivamente.

KﬁMATERIAL Y EQUIPO A UTILIZAR:

Para la realizacibn de esta practica son necesarios los siguientes
componentes:

Equipo:

e Protoboard, puntas de osciloscopio, puntas de generador de
funciones, resistencias de diferentes valores, capacitores de
diferentes valores, alambre de centro sélido del nUmero 18 o 20
y regulador DC.

e Transistor BF245C, BF245B, BF245A, 2N4220A, MPF102,
NTE133 0 112-ND.

e Multimetro, Osciloscopio, Generador de Funciones y Fuente de
Alimentacién DC.

Software:
e SPICE, LTspice o Proteus.
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Material:
e Lapiz o Boligrafo.
e Calculadora.
e Practica impresa.

@DURACK’)N:
¢ 120 minutos.

‘*’DESARROLLO:

En el desarrollo de la practica se va a trabajar con el transistor JFET de
canal N BF245C, cuyas caracteristicas deberan investigar en la hoja de
datos del fabricante. En primer lugar se obtendran los parametros
caracteristicos lpss ¥y V, del JFET y que determinaran su funcionamiento; y
a continuacién, se utilizard& como amplificador en configuraciéon de
fuente comun.

1.- Caracterizacion experimental del JFET vy utilizacibn como
amplificador:
a) Medida de la corriente Ipss.
En la introduccién tedrica se ha definido la corriente lpss como la
corriente que circula
por el drenaje cuando Vgs=0V. Para medirla, monte en el protoboard el
circuito que se muestra en la Figura 4.1 (teniendo especial cuidado del
patillaje del BF245C) y mida la corriente de drenaje a partir de la caida
de tensidon en la resistencia Rp. Esta corriente medida es Ipss, que es
caracteristica del JFET. Andtela y refleje el valor medido en el reporte de
la préactica.

Vaa=10V

Rp=1KQ

Ipss

——>
BF245C

Figura 4.1 Montaje del JFET utilizado para la medida de la corriente
Inss Y para la obtencién del voltaje de pinch-off (V,).
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b) Obtencidn del voltaje de pinch-off (V,).

Monte ahora en el protoboard el circuito de la Figura 4.2. Una vez
polarizado el circuito podra medir la corriente del drenaje Ip y calcular el
voltaje V, tomando |I=0. Para este céalculo debera de hacer uso del valor
de lpss Obtenido en el apartado anterior.

Una vez calculado V,, anételo y refléjelo en el reporte de la practica. Es
importante recordar que ya que el transistor JFET BF245C es un
transistor de canal N, el voltaje V, sera negativo. Finalmente, compare
los resultados obtenidos experimentalmente de Ipss ¥ V, con los
proporcionados por el fabricante en la hoja de caracteristicas.

Re=10MQ Rs=2.TKQ

Figura 4.2 Montaje del JFET utilizado para la medida de la corriente
Ioss ¥ para la obtencidon del voltaje de pinch-off (V).

c) Utilizacién de JFET como amplificador.

Primeramente monte en el protoboard el circuito de la Figura 4.3, donde
se muestra el esquema de un circuito amplificador basado en JFET en
configuraciéon de fuente comun. Alimente el circuito adecuadamente vy
excite el circuito con una senal de entrada sinusoidal de frecuencia 8KHz
y 0.2V de amplitud. Visualice con el canal | del osciloscopio la sefal a la
entrada del circuito y con el canal Il la senal a la salida del circuito y
refleje dicha medida en el reporte de la practica. Calcule la ganancia en
tensién del circuito A,=V,/V: para cada una de las frecuencias de la Tabla
4.1, y represente en el reporte de la practica la grafica de la ganancia de
tensién en funcion de la frecuencia. Utilice escala logaritmica en el eje
de las abscisas (eje X) para poder representar correctamente todos los
valores de frecuencias.
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Vaa=10V

Rp=1K0

0

BF245C

Vo

O

Figura 4.3 Montaje del JFET como a?npliﬁcador en configuracién de fuente comun.

Frecuenc [ 10 [22 [60 [1.2 [3.2 [8 [20 [50 [100 [220 [600 [ 1.2 |3M
ia 0 0 0 K K K | K K | K K K M
(Hz)

Av = Vo/V

Tabla 4.1 Ganancia en tensién del circuito amplificador en funcién de la frecuencia.

Repita la medida de la ganancia del circuito amplificador en funcién de
la frecuencia (Tabla 4.1), pero eliminando del circuito de la Figura 4.3 el
capacitor Cs. Represente esta nueva ganancia en funcién de la
frecuencia en la Tabla 4.2.

Frecuenc [ 10 [22 [60 [1.2 [3.2 [8 [20 [50 |[100 |[220 |[600 [1.2 |3M
ia 0 0 0 K K K | K K K K K M
(Hz)

Av = Vo/V

Tabla 4.2 Ganancia en tensién del circuito amplificador en funcién de la frecuencia, sin
el capacitor Cs.

2.- Caracterizacion mediante simulacién SPICE del circuito amplificador
con JFET:

Finalmente, simule mediante el programa SPICE el comportamiento del
circuito amplificador con JFET de la Figura 4.3. Realice las simulaciones
tanto para el circuito con el capacitor Cs como para el circuito sin el
capacitor Cs.

El modelo que debera utilizar para el transistor BF245C sera el siguiente:
.model BF245C NJF

Analice la polarizaciéon de los dos circuitos, realice un analisis AC para
calcular las ganancias en tensién de los circuitos y realice un analisis
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transitorio para visualizar las formas de onda a la entrada y a la salida
del amplificador.
En el reporte de la practica deberd entregar los listados de los ficheros,
el resultado de los puntos de polarizacién de los circuitos, las curvas de
ganancia en tension en funcién de la frecuencia, y un andlisis transitorio
de cada circuito, visualizando las senales a la entrada y a la salida del
mismo, tomando como senal de entrada una onda sinusoidal de
frecuencia 8KHz y 0.2V de amplitud.

PRACTICA 5

CIRCUITO MOSFET COMO TEMPORIZADOR

=

~~ OBJETIVOS:

En esta practica se pretende dar una visién general del transistor de
efecto de campo de metal oxido semiconductor, estudiar sus parametros
caracteristicos, su estructura y su comportamiento como
interruptor/temporizador controlado por tensiéon, donde el voltaje
aplicado a la compuerta permite hacer que fluya o no corriente entre el
drenaje y la fuente.

!"-" INTRODUCCION:

Un transistor MOSFET conduce corriente eléctrica entre dos patillas
cuando aplicamos tension en la otra patilla. Es un interruptor que se
activa por tension.

Es un transistor que conduce o no conduce la corriente, en el que se
utiliza un campo eléctrico para controlar su conduccidn y que su
dieléctrico es un metal de oxido.

Esta practica se centrard en la caracterizacién y utilizacibn como
interruptor del MOSFET.

Un transistor MOSFET es un dispositivo de tres terminales: compuerta
(G), fuente (S) => Entrada y drenaje (D) => Salida.
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El MOSFET controla el paso de la corriente entre una entrada o terminal
llamada fuente (S) y una salida o terminal lamada drenaje (D), mediante
la aplicacion de una tensién (con un valor minimo llamada tensién
umbral) en el terminal llamado compuerta (G). Es un interruptor
controlado por tensién. Al aplicar tension conduce y cuando no hay
tensidén en la compuerta no conduce. En la Figura 5.1, se muestran los
simbolos para los transistores de canal N y de canal P.
El movimiento de carga se produce exclusivamente por la existencia de
campos eléctricos en el interior del dispositivo.

Drenaje Dranaje
Fuerta Puerta 4-':)
Fuenie Fuenie
Tipo- N Tipp-P

Figura 5.1 Simbolos para los MOSFET canal N y canal P.

ﬁﬁMATERIAL Y EQUIPO A UTILIZAR:

Para la realizacibn de esta practica son necesarios los siguientes
componentes:

Equipo:

e Protoboard, circuito integrado 7805 (reductor a 5 V), pulsador o
interruptor, potencidémetro de 350 KOhms, transistor MOSFET
2n7000, capacitor 1000uF, LED, resistencia de 330 Ohms,
alambre de centro sélido del nimero 18 o 20 y regulador DC.

e Multimetro y Fuente de Alimentacién DC o bateria de 9 V.

Material:

e Lapiz o Boligrafo.

e Calculadora.

e Préctica impresa.

@DURACI()N:
e 60 minutos.

# DESARROLLO:
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Construyan el circuito de la Figura 5.2, el cual se va a comportar como
un interruptor, pero al girar la perilla del potencidmetro el LED se va
apagar rapidamente o lentamente por lo que va a funcionar como un
temporizador.

— CI7805 " D1

7

pulsador D
5 R1
N 330 Ohms
gV —
NMOS
potenciometro R2 000 uF
350

Figura 5.2 Montaje del MOSFET canal N como interruptor.

PRACTICA 6

COMPUERTAS LOGICAS BASICAS

~
=3 OBJETIVOS:

Comprobar las tablas de verdad de los componentes basicos AND, OR,
NOT, NAND, NOR, XOR, XNOR utilizando circuitos integrados.

Simular en el programa de circuitos electrénicos SPICE, LIspice o
Proteus, las compuertas légicas analizadas en el punto anterior y
comprobar que sus resultados sean los correctos.

Fe INTRODUCCION:
En la Figura 6.1, se muestran las compuertas légicas basicas con su
simbolo, tabla de verdad, expresion y circuito integrado que la contiene.
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Compuerta Simbolo Tabla de verdad Expresion Imagen Ndimero
AND D e | © o X = AB r——— 7408
o 1 o
1 o o
- B s T+ X=A+8 s— 7432
G D‘ . i x= A —— 7404
] L
" & » MOR |
o o 1
NOR D 1 o 0 X=A+B — 7402
o i
1 1 o
W o NAND &
NAND D -4 X = AF a0
o 1
i o
a '—m-__ T8
XNOR i@ Y - - ¥=AGE - 3
e 1 0
1 ) 1
; s b » XOR b
. o o 0
XOR )D - 1 0 1 X=A0B - 7486
0 1 1
1 0

Figura 6.1 Compuertas légicas basicas.

En la Figura 6.2, se muestra la configuracién interna de los circuitos
integrados que se van a utilizar en la practica.

Vee 13121110 9 8 Vee 13121110 9 8 Vec 1312 1110 9 8
| | | l | | L] | [ | |
> T4FO08 > 74HCO0 D> 74AHCT266
P L 1 L 1 L
123456 - 1234586 - 123458 7
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Vee 13121110 9 8 Vec 13121110 9 8 Vee13121110 8 8
N T O I [ | | | 11
D> 74832 D> 74LS02 D> 74HCT86

L [, ) S N 1] L
12 3 45 6 ~ 123 4 5 6 ~ 1 2 3 4 5 6 =

Figura 6.2 Configuracién interna de los circuitos integrados de las compuertas ldgicas
basicas.

ﬁﬁMATERIAL Y EQUIPO A UTILIZAR:
Para la realizacion de esta practica son necesarios los siguientes
componentes:
Equipo:
e Protoboard, DIP de 8 o 4 entradas, 6 LED’s, 8 resistencias de
470 Ohms, alambre de centro sélido del nimero 18 o 20 y
regulador DC de 5 V.
e Los siguientes circuitos integrados o equivalentes: 74HCOO,
741502, 74F08, 74532, 74HCT86 y 74AHCT266.
e Multimetro y Fuente de Alimentacion DC.
Software:
e SPICE, LTspice o Proteus.
Material:
e Lapiz o Boligrafo.
e (Calculadora.
e Préctica impresa.

@DURACION:
e 60 minutos.

# DESARROLLO:
Construyan el circuito de la figura 6.3, que comprueba las tablas de
verdad de las compuertas basicas.
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vee Wioo Wioo Wi Yoo Wioo Wi

' k. I
L11ill LI1 L i) L1iill IIIIL!I 11l L1illl

74F08 | [7aHco0| 74832 | [74LS02]| [7aHCT8s | [TaaHCT266

LI i LILIL e LI LBLIL

O
()[u][a][a][s] )] [u]

12345678
FTTTrrrl

- o
= a
== =

-

o f DE‘I D3% Dﬂf vai DG *x
w i i e '.

L

-
=
T

L e
24l

|||—| I..

1 e

Figura 6.3 Conexién de los circuitos integrados de las compuertas légicas basicas.

Contestar lo siguiente:

1.- ¢A qué rango de voltaje se le considera un cero l6gico?

2.- ¢A gué rango de voltaje se le considera un uno légico?

3.- ¢Qué es lo que pasa con un LED si es conectado en polarizacion
inversa?

4.- En un circuito integrado TTL en las entradas de cualquier compuerta
por definicién se considera. ¢éUn uno o un cero?

5.- Si en el circuito de la practica son desconectadas las entradas 1y 2
del DIP. {Qué es lo que pasa en los LED's?

6.- En una compuerta Y de dos entradas; en una de sus entradas recibe
un uno y en la otra entrada recibe un cero. ¢{Cudl es su salida?

7.- Si una compuerta No Y recibe las mismas sefiales de entrada de la
pregunta anterior. {Cual es su salida?

8.- Si a una compuerta O llegan a sus entradas dos unos. {Cual es su
salida?

9.- Si una compuerta No O recibe las mismas sefales de entrada de la
pregunta anterior. ¢éCual es su salida?

10.- En una compuerta XOR de dos entradas; en una de sus entradas
recibe un cero y en la otra entrada recibe un uno. {Cual es su salida?
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